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１．概要（Summary） 

LiNbO3(LN)薄板上の 0 次モード横波型(SH0)板波を

用いて、デジタル TV(DTV)帯の超広帯域な共振子(比

帯域 22%)と、その共振子を 3 個 T 型、π 型に接続した

超広帯域ラダーフィルタ(6 dB 帯域 51%)を実現した。そ

の帯域は、日本、アメリカ、EU の DTV をフルカバーでき

るほど広い。しかし、Fig. １ (a)に示すキャビティ構造で実

現されていたが、その広帯域を実現するのには、0.5 から

0.6 μmと超薄板が要求され、機械的強度に大きな課題が

あった。そこで、Fig. 1(b)に示す hetero acoustic layer 

(HAL) elastic devicesを提案した。電極の構造や厚さを

より最適化することにより、前回報告した特性より 36 dB 

良好で、かつ空洞型より 2 

dB良好な 82 dBのインピ

ーダンス比が得られた。ま

た、ラダー型フィルタも作

製し、空洞型より 0.3dB良

好な挿入損失が得られた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

EB描画装置，自動搬送芝浦スパッタ装置， 

【実験方法】 

HAL弾性波デバイスはAu電極/LN薄板/ SiO2とAlN

膜が交互に各3層/ガラス構造で試作を行った。YX-LN基

板に交互に SiO2と AlN膜を交互に各 3層成膜後、更に

SiO2膜を成膜した。その最終 SiO2膜を研磨して、膜表面

の凹凸を除去したあと、研磨面をガラスに接着し、次にLN

を研磨した。LN 基板洗浄、EB 露光装置、Au 蒸着等を

経て、厚み 0.21 μm の Au電極を形成し、HAL弾性波共

振子とフィルタを作製した。 

デバイス作成後、SEM で測定した LN 厚、SiO2 膜厚、

AlN膜厚は、３.6 μm、0.34-0.35 μm、 0.31-0.43 μmであっ

た。作製したデバイスの LN 厚みは図１（ａ）の空洞型板波

デバイスの 7 倍の厚みである上、空洞が不要なため、強

度的に大きな利点をもつことになる。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した共振子の周波数特性を Fig. 2 に示す。解析

結果どおり、インピ－ダンス比 82 dB と帯域 21%の良好

な特性が得られた。得られた帯域は、空洞型板波と同じ

であり、インピーダンス比は 2 dB 良好である。前回試作

したHAL構造共振子に比べ、インピーダンス比は36 dB

も改良された。この原因は電極の最適化によるものである。 

一方、共振子 3 個か

らなる T 型ラダーフィル

タ 2 の特性を Fig. 3 に

示す。空洞型フィルタよ

り 0.3dB 良好な 0.5dB

の挿入損失が得られた。 

このように、HALデバ

イスで、空洞型板波デ

バイスより良好な特性を

得た。この構造によるデ

バイス実現は、世界初

である。 

４．その他・特記事項（Others） 

   本研究は総務省の戦略的情報通信研究開発推進事

業（SCOPE）により支援されたものである。 
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Fig. 1 Cross sectional image (a)Cavity 

type, (b) HAL type 

Fig. 2 Frequency characteristic of HAL 

Fig. 3 Frequency characteristic of the filter 
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